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13. Erglnzung zur Betribbsdokﬁmentation '

13.1. Operativspeicher 0PS K 352
16 KByte dynamisch RAMN - Typ 012-7021 (1.12.517021.0 - 083-4-710-018)

Bestellindex 4 oder Kennzeichnung auf der STE L 5 (Leiterbildseite)
B 6 (Bestiickungsseite)

hufgrund des Zeitverhaltens der CPU kommt es zu Signalilberschreitungen, die zu unerlaubten
Speicheraﬁgriffen auf der STE 16 kByte-dxn.-RAM und zu Speicherabstilrzen flihren.

Nit der Enderung sind die o. g. Syatémfehler beseitigt. Im folgenden werden nur die Ande-
rungen beschrieben. Ansonsten gilt die anktionsbeschreibung der K 3525 (siehe Betriebs-
dokumentation, Punkt 5.).

13.2. XAnderung {eingefihrt bei K 3525 mit Index &

' Dle AdreBleitungen AB12 ... AB15, die die Blockauswahl der Speicherchips durch Bildung der
Signale CE1 ... CE4 bewirken, werden zZwischengespeichert. Die zeitliche Steuerung tbernimmt
das Signal MREQ (A2:1/11). Das bedingt aber gleichzeitig das Andern der Leiterftihrung fir
die Signale WR, RD und WREQ liber den Treiber A2:02 bzw. A2:03, um die Funktionsflhigkeit
der STE zu gewlhrleisten. Die AdreBleitungen AB8. AB10 und AB11 sind ehenfalls iiber den
Treiber A2:01 gefihrt. haben aber keine Wirkung auf die konstruktive Anderung Index 3 zu
Index 4 bel.der STE K 3525. .

14, Operativspeicher OFS K 21. 0
4 KByte CMOS RAM - Typ 045—3120 (i. 45 518120.6)

‘14.1. Kurzoharakteristik

Im Schroib~1ese-3§e1char (Operati¥speicher) OPS K 3521.30 werden wHhrend des Progrﬁmﬂahlau-
fes im Mikrorechner K f520 variable Daten gespeichert. Im Gegensatz zum OP3 K 3520 bleiben
die Daten auch haoh einer zwischenzeltlichen Programmunterbrechung durch Netzabschaltung am
Rechner flir eine vorgegebene Haltezeit filr die weltere Progrdmmabarbeitung erhalten.

Der OPS K 3521.30 besteht aus der STE -~ Typ 045-8120 mit indirektem Steokverbinder. ﬁr ist
ein 4 KByte utatisoher Halbleiterspeicher, bestiickt mit CMOS-Bausteinen und den zur Ent-
kopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderlichen bipolaren Schaltkreiaen.

Zusltzlich befindet sich suf der STE die zur Stiitzung der Speicherbetriebsapannung gehiiren~ !
de Logik einschlieBlich der Stilitzspannungsquelle. '

Die BTE Typ 045-B120 ist analog der STB Typ 012-7012 (siehe Betriebsdokumentation STE
K 3521). Eine konstruktive Anderung ergibt sich durch die Verwendung der Schaltkreise
'KM 537 RUM.

14,2, Technische Daten N ;

Speicherkaparitit: ¥ 4 XByte (Anordnung von 4 x B Speicherchips)
Speiocherschaltkreistyp: KM 537 RU1 (DIL U4SSR, TU 11-81)

. B 1 K x 1 Bit, CMOS '
Zugriffageit: ' 5 530 ne '

Durch die STE werden bel Adressierung 2 WAIT-
Zyklén generiert.
Betriebaarten: ' "Leasen" oder "Schreiben" zls abgeschlcssene Zyklen
’ in beliebiger Reihenfolge.



[

Datenerhalt: : Durech STE-interne Stutzung der Betriebaspannung fur
- die Speicherachaltkreise durch gepufferte NX-Akkumula—
toren. Der Datenerhalt wird bei Abachaltung der externen
Betriebsspannung gewdhrleistet. .
. Datenhaltezeit # 200 Stunden
Spannungequelle: ) Reihensohaltuhs von 3 NEK-Knopfzellen mit je 1,2 V und
: . 225 mAh, Typ KBL 0,225 vom VEE GLZ nach TGL 22807

Stromversorgung: 5P 5V1%s %, typ. 0,7 A fir Steuerslektronik
’ ‘ ) 12pP=12Vvis %, typ. 0,1 A fir Komparatoren und
- ) : o Akkuladestrom
_ | 5N=-5V%s5%, typ. 0,02 A fiir Komparatoren
Stutsspannungatliberwachung: Wihrend des Zuschaltene der Systemspannungen bewertet

eina Kontrollachaltung den Spannungpzuutand der Batterie
und apeichert das Auswerteergebnis ab.

'14 3. 1nsatzbedin5un5en fiir den Stugz-kkkumulator

Die NK;Knopfzellen werden in Einzelgehiiusen gehaltert, die an der Griffseite der STE an-
geordnet sind. Das Wechseln der Knopfzellen ist dm gesteckten Zustand der STE mbglich und
kann auch im Betriebszustand dea Rechnere erfolgen.

Wihrend der Lagerung und des Transportes gind die Knopfzellen auf der STE nicht zu be—
atiloken. Es wird davon ausgegangen, dalB bei eincr Neubestuckung grunds&tzlieh geladene
.%ellen zum Binsatz kommen. .
Im Betriebszustand werden die Zellen mit einem mittleren Ladestrom von 5 mi geladen. Der
maximale vorkommende Entladestrom bel abgeschaltetem Rechner befragt 500 uA. Der reale
Wer% hiingt von den konkreten Typen und der Qualitlit der CHOS-Sohaltkreise ab und kann zwi-~
schen wenigen uA bis zu 500 rA bel 5 V Betriebespannung streuen. Aus diessr Vorgabe ergibt
sich als Riéhtwert, daB der Ladezustand der Zellen erhalten wird, wenn die Ladezelt allge—
mein 1/7 der Entladezeit betrigt (slehe auch Hartungaﬁorsehrift).

Die Lebensdauer der Akkus wird durch. die nutzbare mAh~Kapazitit der Zellen bestimmi. Anga-~
ben dazu sind in der BEinsatzvorachrift des Akku-Herstellers und in der TGL 22807 festze-
legt. Da die Einsatztemperatur im K 1520 bie zu 60 *C betragen kann, entstehen hoha Be-, ‘
lastungen fiir die NK-Elemente. Tehperaturen tber 35 *C bewirken zunshmende chemigche Um—
aetzungen der aktiven Masse, die die Kapazitidt und damit die Lebensdauer erheblich redu-
zieren. Es geltan daher laut Qualitatavereinbarungqn folgende zusldtzlioche Einaatzbedin-
Zungen:

: Erfolgt der Betrieb der Zellen im Temperaturbereich bis 45 *C bei zusatzlioh inssasamt

" einer Woche Spitzentemperatur bis 60 *C, s0 ergibt aich eine garantierte Lebenadauer von
einem Jahr, wobei die Lebensdauersrenze bei einer nutzbaren Kapazitit von 100 mih definiart

. ist. -

Bbateht die Grengtemperatur von 60 *C Uber einen langen Zeitraum, sc¢ verringert sich dle
Lebensdauer auf 3 Monate. '

Aus diesen Garantiewerten iast abzuleiten, dal8 die Zellen bei Erreichen der angegebenen

100 mAh—Grenze auszuwechseln sind, wenn eine Datenhaltezelt von 200 Stunden sicher gewdhr-—
leistet werden muli.

Reduziert man die Anforderungen an die langen Datenhaltezeiten, =o laaaen sich die Zellen
noch nutzen, wenn die Kapazitat von 100 mih unterschritten ist. Die reale thermische Be—
lastung tiber die Zeit'iat aber in der Praxis sohwer erfafbar, ao daf der Kapazititezustand
der Zellen nicht exakt vorhersagbar' ist.

Bin Skonomlscher Einsatz der Zellen wird ermtglicht, wenn im Betrieb unter konkreten Bin-
satzbedingungen }m Bndprodukt praktische Werte fiir den Akkutausch abgeleltet werden.



Als Eriterium fiir die nutzbare Grenzkapazjtdt und den dabei erreichbaren Ladezustand kann
die Anzeige der Batterieliberwachungeschaltung genutzt werden. Wird im Zustand des Datener~_
halts die Batteriespaunung auf der STE wiederholt gemessen und sinkt bei Einhaltung norma-
. ler Lade— und Bntladesyklen unter 3,6 V, dann sind die Zellen auszutauschen.

Neben den zusitzlichen, berelts erwhhnten Qualitatavereinbhrunsen bei Temperaturen tiber
35 *°C gelten die Festlegungen der TGL 22807 und die Bdhandlungsvorachrift dee Akku-Her-
stellera tber Lagerung und Einsatz der Zellen. ‘ -

Iet im Rechner eine Totalentladung von Zellen aufgetreten, sind diese auBerhalb des Reoh—
, neéra mittels Ladakerut'naoh Vorschrift des Herstellers zu laden. Der Ladezustand bei der
Lagerung von Zellen jst duroh regelm&Bise Erhaltunssladungen zu sichern (aiehe Wartungs-—
voruohrift) ‘

Bine. Lageruns von entladenen Zellen ist bis zu einer ‘Lagerzelt von einem Jahr ohne Bin-
schrdnkung der elektrischen Parameter nglich wenn die Umgebungstemperatur 20 ¢ * 5 *C
und die relative Luftfeuchte 60 2t154 eingehalten werden. Danach milasen aie unbedingt
mittels Ladegeriit zwei- bis dreimal mit Nennstrom geladen werden, bis sie im Rechner ein-
_‘stset-t werden ktnnen. _

Knopfrzelien anderer Hersteller mit vergleichbaren elektrischen uﬁd kanstruktiven Daten
kénnen eingesetzt werden, wenn die Behandlungevorschrift dieser Brzeugnisse entsprechende
Beachtung finden. Es kinnen sich dabel Einschrinkungen in den technischen Daten der Spei-
oher~STE. bestiglich Einsatzbedingungen und Datenhaltezeit ergeben.

Ladegerst EDV-Nr.: 78091 0000080579

14.4, Binsats auf der STE 045-8120 (K 3521.30

Dle Zellen werden im Betriebazustand des Rechners durch einen Reihenregler bis zum Errei-
ohen eines Spannungeswertes oa. 4,2 V tber den Akkue mit maximal 22 mh' gcladen. Ein waite-
. res Anmteigen der Zellenspannung wird duroh Abechalten des Ladestromes verhindert.
Abhlinglig vom Kapasitata:uatand der Akkus wird bei Untaruohreituns einer Zellengeaamtspan-
nung von 2,45 ¥ £ 0,05 V das Signal SUE = low gebildet.

Anwender kinnen die Zellen, die unter die minimale Stutasjannung entladen gind, durch
SchlieBen des Schalters 51: 03*03/04 wihrend der Betriehuzeit dee Rechners laden (SUE-Sig-~
nal gelésoht).

Wird der Schalter getffnet, wird ‘ein Zyklus gur Auswertung der StUtzapannung sestartet.

~ EBin externer ikkumulntor 1st tber die Kontakte X1:403, BO3 (5 PG) anschlielbar, wobel die
Wickelstifte X3:01-03 ermﬁslicheh, die auf der ITE intere Stutaapannunglentkopplunk'iu
nutgen (X3:02-03) bzw. bei eigenen BntkopplungsmaBnahmen elektrische Kontakts direkt zur
Bpelcherbetriebsspannung hersustellen (X3:01-02); gegebenenfalls ist der Kontakt §1:03-01/
02 zu sehlieﬁen. um die vorhandene rlattenelgene Lndoschaltuns, welche auch dem Externakku
einen Ladeltrom von % 22 mA aufpr¥igt, abzuschalten. Diese SohaltmaBnahme hat Pricritit
gegenfiber o, g. Ladezwang und beeinflult die Bildung des Signala SUE nicht.



14.5. Programmie der STE Typ 045-8120

{lber die & Codilsrbricken S1:01 wird der STE ein wHhlbares, zusammenhangendesindreﬂbereich
von 4 KByte—Adressen zugeordnet. Die Adresse ist ein ganzzahliges Vielfaches von 4 K.
Die 4 Schalter sind wie folgt einzustellen:

" Anfangsadresse | 07/08 | . 05/06 | . 03/04 01/02
0000 - - - -
1000 . x - - -
2000 - x - - ,
3000 x Cox - - i
4000 . - - Cox -
FO00 x L x x x

x = Schalter geschloszsen {Punkt im Schalter siéhthar)
- = Schalter getffnet ‘

Der Schalter S1:03 PIN 03/04 bewirkt im geschlossenen Zustand ein Zwangaladen von unter
Minimalpegel entladenen Akkumulatoren, whhrend S1:03 PIN 01/02 ein Abechalten des platten~-
_interen Lademechanismus, z. B. beim Anschalten einer externen Spannungsquelle, bewirkt.
aDie Wickelverbindung X3:01-03 gibt die Mtglichkeit, eine externe Stitzspannung sugufilhren,
wobel alle schon vorhandenen ‘internen schaltungstechnischen EntkoppelmaBnahmen mitgenutzt
werden kénnen.

Die Wickelverbindung X3:04~05 kann vom Anwender eingefligt werden, falla die Einschaltver-
a8gerung des CE-Signals gegenliber RESET die sofortige Programmabarbeitung von der besttick-
ten -STE stbrt, da die CE-Bildung whhrend der Phase RESET = aktiv verhindert wird (Programm-
atart von dieser Steckeinheit). :

Alle nicht genannten Schalterkontakte (siehe MEMDI-Bildung) dienen der Qualitatsprifung
der bestilckten Lelterplatte und bleiben beim Anwender getffnet.. :

Auswahl des Speichersperrsignals MEMDL

WENDT - Schalter 51:02 PIN 04/02 geechlossen

WEHDIT . - Sochalter 51:02 PIN 05/06 gesohlosssen
MENDIZ - Schalter S$1:02 PIN 03/04 geschlossen



14,6, Pgngt;gngbeschre;bggg
14.6.1. arwgnggg‘s!wgo

Der OPS K 3521.30 wird als Oparativspeioher im Br:eusnisprogranm "Desentrale Datentechnik”
eingesetrt (statimcher Schreib-Lese-Speicher), dessen: Inrorlntinuen boi Syntenlpannunsllh*
schaltung gesichert werden. :

Die STE setzt sich aus den gleiochen Hauptfunktionssruppen wit die STE K 3521.20 susammen
(Betriebsdokumentation), die aich jedooh in der Funktionswelse inhaltlich unt?rlohcideu.

14.6.2. Funktion

Aufgrund des Einsatzes unterschiedlioher CNOS-RAM~Typen existieren im VBB Robntron4ﬁuchungs-
masohinenwerk die STE-Typen 012-7012 (Botrisbtdokumontation K 3521.(10), Typ 045-8063

(K 3521.20) (RAM-Eatrix aufgebaut auf dem Schaltkreis XK 537 RO14A) uud die STE Typ 045-8120
(K 3521.30) : ) -

Die STE beinhaltet die Funktionsegruppen:

- Speichermatrix . ’

= Ein~ und Ausgabepuffer

- Auswahl- und Steuerelekironik .
—‘Akkumulatorlade-, Kontroll- und Auswerteachaltung

LN

-Die Schaltung der Véiiante K 3521.30 wird nachfolgend beschrieben, da aie Unterschieds zum
' OP5 K 3521.10 oder X 3521.20 aufweist. )
Das -Blookschaltbild (Abb. 1) geigt die Wirkungsweise der Logiksteuerung. Abb, 2 ersanzt das’
Blockschaltbild in Bezug auf die Sonderbaugruppen.
Die Speichermatrix besteht aus 4 Gruppen zu je 8 Spelcherchips. Jedes Chip enthilt 4 KBit.
Blne Gruppe von Chips bildet einen Speloherbereich von 4 KByte. Jeder der 4 vorhandenen
Bltoke wird durch ein seaondertes EfmSignal aktiviert.
Alle 10 AdreSeinginge der Speicherchips sind miteinander verbunden und werden {iber low-
pnwer—schottky—TTL*Pufferschaltkreiae A3:01 und A3:02 gespeiat.
Bel den Datenausgangs- und Dateneingangsleitungen sind jeweils die gleichem Bita der 4
Speicherbliicke parallel sqaéhaltet und mit bidirektional arbeitenden Datenpufferschaltkrei-
sen SE16 (44:01, A4:02) verbunden, die die Verbindung mit dem Sratgﬁbus herstellen. Ist die
STE nicht angesteuert, sind die Datenpuffer hochohmig und belasten den Syatembus nioht.
' Da zwischen Dateneingang und -ausgang der Spelcherchips ein Polaritidtswechasel atattfindat,
‘werden die Bingangsadaten negiert (A9:01 und A9: 02) .
Alle direkt die Speicherchipl steuernden Signale sind mit Anschlagwideratéinden zur Betriebs~
" spannung 5 P versehen. Das 1st erfardarlioh, um die besonderen Forderungen der Speichsr~
schaltkreise bezﬂqlieh des engen Toleranzbereiches der Signalpegel zu erfiillen. -
3edinst durch die Adressenstandzeit gegentber dem CE-Signal des Speichers bel Befehlslwae-
gyklen (MY = high) werden die Adredsignale ilber die STB~Einginge der Treiber A3:01 und A3:02
geaspeichert.
Mit Freigabe der notwendisen Steuerlogik durch "Adresse erkannt” = low (A5/08), wird das FF
A7/06 Uber A6:01/08 freigegeben und der 1 aus B-Decoder A14 wird aktiv geschaltet, wenn
"WREQ = 0 iat. CB wird gebildet liber das Nand A6:01/03, A6:01/06, A11:01 verknipft mit dem
Uber das FP A7/08 geaohalfeten“Sisnal WT erfolgt die Steuerung der AdreBtreiber fiber den
Bingang STB (A3:01 und A3:02). Gleichzeitig wird wihrend ‘des K1-Zyk1us zur Synchronisation
der CPU ein WAIT-Takt iiber AB/06 — 412/03 5eneriert
Der 1 aua B-Decoder A14 decodiert die Adrefsignale AB10 und AB11 und es wird eines der 4
Speicheransteuersignale CE ifher nachgeschaltete open-collektor-Stufen (A11:02)aktiviert.



Voraussstzung flir die Decodierung dieser beiden AdreBleiltungen sind die Steuersignale:
. ) .

~ MREQ = 0 - Speicheranforderung
~ MEMDI = 1 - Speichersperre inaktiv .
- RFSE = 1 = kein Refreah-Zyklus

und die AdreSsignale AB12 ... AB15 entsprechen der Anfangscodierung der Wickelbriiocken. Die
Byteanwahl innerhalb der 4 Blécke erfolgt direkt durch die Adrefbite ABO ... ABQ. Die Er-
kennung der Anfangsadresse der STE erfolgt durch den BExklusiv-Oder-Baustein T 186 (A2).
Die AdreSbits AB12 ... AB16 werden mit den an der Schaltergruppe S1:01 eingestellten (ne-
glerten) Anfangsadressen verkniipft. : .
Ein gebffneter Schalter legt high an den.Eingang des entspreohen@en‘Exklusiv-Oder-Bausteins.
Bel programmierter Anfansaadresse-ist die Adrefleitung low, sc daB esioh am Nand T 130 (45) bei
MEHDI » 1 und MREQ = O am Ausgang A5/08 das Freigabesignal low bildet. A5/08 = O aktiviert
den 1 aus 8~Decoder A14, die Ausgangsdatentreiber A4:01 und A4:02 durch den Steﬁereingang
ﬁg, wobei das Signal KD die Wirkungarichtung des Datenaustausches zwiachen Bur und Speicher
vorgibt. ) ‘
(AG 02/03, A6:02/06, A6:02/08 - verknlipft mit dem Freigabesignal “Adresse erkannt". Das Sig-
nal geht in Selbsthaltung.}
Bei Datenschreibzyklen wird die CE-Bildung zur Absicherung von Zeitforderungen der Spei-
cher-I5 verzbgert, um einen definierten Ablauf von Daten- und CE-Signalen sichergzustelien
(65:03).
Pie beiden Haltekrelse der zentralen Steuerlogik verhindern Einschwing- und somit Ablauf-
sttrungen des Spelicherzugriffs, die sich z. B. bei Lesezyklen mit konzentriert schaltengen
Daten als Uberspr:chstﬁrunsen auf den MREQ- und ﬁﬁ;Leitungeh bemerkbar machen. Das STE-in-
terne Schrelbsignal WRI ist darum aus den Schaltzusténden der Haltekreise AB:OZ)O&,
A46:02/08 und A6:01/08, A6:01/11 abgeleitet.
. Bel Jeder Speicherinitialisierung wird das Signal RDY aktiv gesohaltet (411:01/02). Die
Signale RDI und WALT sind liber open-collector-Stufen an den Systembus geaéhaltet;
Beim OP3 K 3521.30 filhrt interne bzw. externe Stitzung der Veraorgungsspannung fiir die
Speicherchips innerhalb der Toleranzgrenzen zu Datenerhalt, 4. h. die Speilcherbetriebs-—
spannung 5 PGI darf durch Belastung durck dle RAM-Chips im Stiltzbetrieb nicht unter 2,65 V'
b4 0,05 V sinken. Dabel kinnen die Systemspannungen 5 N, 5 P und 12 P abgeschaltet sein.
Die CE-Bildurig wird auf dieser S$TE nur vorgencmmen, wenn die Systemspannung 5 P innerhalb
der Toleranzgrenze anliegt, RESET nicht aktiv ist und die logischen Bedingungen fiir einen
%peicherzugritf erfilit sind.
Fﬁr\alle anderen Bedingungen im Betrieb-fall sind die CE~Einglinge der Speicherchips zur
Vermeidung undefinierter Pegel, die zu Datenverlust filthren kbnnen, niederohmig mit Massepo-
tential verbunden (R3:04 und R5:03 bis R5:05). Ebensc werden alle anderen BingHuge nieder—
ohmig bel Systemspannungsausfall auf Massepotential gelegt, um minimale Stromaufnahme wih-=
rend des Stiitzbetriebes zu erzielen-(A17:03 und A17: 04).
Kurz— und langgeitige Stdrungen auf der Betriebaspannung werden durch Sieb~ und Stutzkon-
densatoren gesiebt.
Die Prioritétenketten BRI, .

TET, Tiﬁ

TEI1, TE0T sind auf der STE gebrlckt.

Um einen unterbrechungsfrelen Ubergang zum Stiutzbetrieb bei Ausfall oder Abschalten der
Systemspannungen und die Rilckkehr in den Normalbetrieb ohne Datenverlust zu gewiihrlelsten,
pind folgende Sonderbaugruppen vorhanden:

= Akkuladeachaltung
— Spannungakontroll— und Auswerteschaltung
= Speicheransteuerachaltung



1

Dio Betrlobllplnnuns 5 PGI srhalten die Speichersohaltkreiss iiber eine lntkoppcllohnltuac
von der Systemspannung 5 P. Der Transistor Vi1 arbeitet im Bittigungsbereich.

In Stltsbetrieb, d. h. Ausfall der Systemspannung 5 P werden die apoiohorchipl ubor eine
Entkoppeldiode V9:01 von den Akkumulatoren G4:01 ... 61:03 versorgt.

Der Ladesustand der Akkumulatoren wird durch einen den z.llon parallelgeschalteten !enltorv
diskriminator @berwacht (A15:01, A15:02). '

Die Sohaltkreise werden mit einer Referenzapannung von ca. 2,65 V (A15: 02) und 4,2 v
(A15:01) versorgt, die durch V8 (z-Diodo) Uber den Spannungsteiler R16, R11, B12 und 35:01
gebildet wird.

" Sinkt die Akkuspannuns auf = 2,65 ¥ {Untergranse), wird das PF A13/08 und 413/11 gemetst,
Die LED V3 verlischt und tiber das Nand A11: 02 wird das Signal JSUB gebildet das Uber die
sentrale Baugruppenstsuerung der ZRE ausgewertet wird (BS PIO - 2RE K 2526/K 2527).

Ein erneuter Spannungsanstieg an den Akkumiilatoren beeinflult dieses eingespeloherte Mef-
srgabnis nicht. Be kann nur durch NESET aktiv. bew. duroh Uffnen des 31:03-03/04 rlckge~
stellt werden.

Beim Erreichen der Iadesochludspannung (Obergrenze der Akku-pannung) wird der Ladestrom aus’
der Ladeltronqualla V5 durch Sperren der Transistorstufes abgesohaltet Die LBD V4 verlischt.
NMe Ladasohluﬂspannung wird .durch den Schaltkreis A15:01 ausgewertet. Dienar liegt an einer
konst. Referenszspannungsquslle von oa. 4,2 V. Der Ausgang steiert iiber das Nand A12/11 die
Transistoretufe V5. Um definierte Umschaltpegel zu errcichen, ist der Komparator A15:01
ruoksekoppalt.

Die Ladung der Akkue kann auch duroh Bet!tigen der Sohalter 81:03-03/04 (Zwangsladen) und
81:03-01/02 (Ladeaperre) beeinfluBt werden. Es wird das Uffnen und Schlielen der Tramistor-
- stufe V5 geregelt, die an der Systemapannung 12 P angeschlossen 1st.
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15. Speichererweiterung 0SS Typ 062-8471
 (1.62.518471.3 — 083-4-710-076)

15.1. Kurgoharakteristik

Die STE 085 Typ 062-8471 (Operativespeicher mit Seitensteu?rung und Schreibschutz) stellt

eine Spelchererweiterung um 48 KByte dynamiech RAM dar. Die STE 0SS5 arbeitet in Verbindung

mit der ZRE K 2526 und der ihr zugeordneten Speichersteckeinheiten (maximal 64 KByte dyn.
RAM) nach einem speziellen "Paging-Verfahren", d. h. eg erfolgt eine Speichereseitenum—

. schaltung zwischen der STE 0S5 (wird als Betriebssyetemspeicher definiert) und den anderen

Gerdtespeiochern (wird als Anwenderapeicher defintert).

Die maximale Speicherkapazitat betrdgt 112 KByte dynamiach RAM. Der Eingatz erfolgt derzeit

im Schalterterminal K 8924. Die STE 0SS beansprucht einen festen Steckplatz und ist nur mit

dem Betriebasyatqm SI08 anwendbar.

;

Die STE beinhaltet folgende Funktionsgruppen:
Speicher (48 KByte dyn. RAM)
Seitensteuerspeicher’ (48 KBit dyn. RAN)

- Speicherschutzspeicher (16 KBit dyn. RAM)
Seitenateuerlogik

Speicher- und E/A-Schutz

Zentrale Baugruppensteuerung

Abbildung 3 zeigt eine Ubersicht des mit 0SS ausgeriisteten Speichers,

Speicherschutz—RAM Seitensteuerlogik

16 K : 48 K .1 Bit breit

- Betrisbssystemspeicher '

48 ¥ 8 Bit breit

- Anwenderprogrammseite

1 ! 2 3 - 8 Bit breit

Lade-ROM Bildwiederholspeicher

1K 2 K 8 Bit breit
1 = Verstdndigungsbereich ca. 4 KByte

1 + 2 = 16 KByte '

2+ 3 = Anwenderbereich

Abb. 3
Speicherlibersioht

Der Speicherschutz-RAM wird beim Laden des Betriebaaystema;entspreqhend geftillt,

Der Seitenutouerspeichc; mit der Selteneteuerlogik hat die Aufgabe, Daténzugrirfe der Be- .
triebasystemseite auf die Anwenderseite zu erlauben. Dle Steuerung erfolgt durch das Seiten:
stouerbit bei den entsprechenden Adressen. .

Der Speicher~ und E-/A-Schutz entaprioht in seiner Wirkungsweise dem der ZRE. Beim Einsatsz
der STE 0SS ist der Spnioper— und B/A-Schutz der ZRE unwirksam. Mit dem 16 kBit-Speicher-



.z

-schutz~RAN kann der untere 16 KBytu-Bursich auf der Anwendcrseite (Vor-t&ndisungsborcioh)
byteweise gosohﬂtnt werden. .

Die zentrale Baugruppansteuarung der STE wird vom Batriebssvlto- gegteunert und kann nioht .
vom Anwender beeinflufitwerden. Die Anwenderprogramme bedilrfen koinor Inderuns beinm Binsatsz
. der STE 0SS. .

Vﬁm Anwender kann nioht auf die Speioher ‘der STB OSS zugegrilfen worden.

a

‘Zu beachten ist: ‘.
Dis STR 0S5 ist eine ger&tuspozifilehe STB und kann aus folgendan Grﬂnden nioht ins Syutou
I 1520 eingebracht werden: :

‘ST beansprucht einen festen Steokjlats

STB ist nur mit dem Betriebsaystem SIOS funktionstﬁohtig

dle Bildung des Signals WENDY entupricht nicht der Buariohtlinie K 1520 -

15.2. Technisghe Daten ' : A

Steckeinheitenabmesaung: 215 mm x 170 mn S .
Speicherkapazitht: ' 48 KByte Batriebssystemgpaioher
: ) | 48 KBit Seitensteuerspeicher
_ ‘ 46 KBit Speioheraohutzspeichar
Speicherachaltkreistyp: U 256

HU 34
_ 16 384 x 1 Bit
Zugriffazeit: ‘ S 400 ns ' ’ -
Steckverbinder: . ‘ 2 x SBpolig, indirekt
' 'Bauform. 304-58, TGL 29331/03 fur System-

und Koppelbussteokverbinder - ¢
Stromversorgung: 5Pe +5Vv%5 %, I = 800 mA

12P=+12VEiE5 %, I =140 m

5Ne =5VI5%, I =600npa-

Datenerhalt: Beim Ausschalten der Betriebsspannung geht die
Information verloren. Alle % 2 ma missen die
Speicherzellen regeneriert werden.

Betriebsarten: . mighe zentrale Steuéruﬁk STB 058

EY

15,3, Binsatsbedingungen filr die STE 085 !

15. 3 1. 1nsatzvorbaraitungen brw. Haohrﬂstung mit STE DSS

1. Die STE 0SS ist auf einen feuten Steckplatz fixiart -
Steokplate 4 ZRE
Steckplatz 5 BAB
Steckplatz & BAB
Steckplatz 7 088

K 7025

2. Bs 1st eine Wickelverbindung von der ZRE X1: A27 Zur OSS X2:A15 herzustellen.
~ Beim BST ist diese Wickelverbindung sohon vorhanden.

3, Die BAI-EX0-Kette muB bis zum Steokplatz 7 verléngert werden.
" = Beim BST nicht n¥tig (Kette bereita bis Steckplatz 9 gefiihrt)
~ Ba ist empfehlienswert, die IEI-IEQ0~ und IEIi-JE01-Kette ebenralla bis zum Steckplatz
7 zu verlingern. Dieser Steckplatz mub bei NlcbtbentUOkuns durch die 0S5 dann aber
durch eine-Speicher-STE oder einen BAB-Adapter belegt sein, da sonst die Kette offen
jat. [N : :
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4. Beim Einsatz von Speicher-STE K 3525 (16 KByte dynamisoh RAN) durfes nur Stnckoinhoityn
8b Stand Index 3 verwendet werden. . ~ :

5. Beim idreuuenm!ﬂisen Parallelbetrieb von Betrisbsesystem (STE 0SS) und BAB-Bildwiederhol~
speicher treten Fehler im Ablauf auf, da Speicherplitze undefiniert beschrieben werden
kénnen. : . ] . '

- Elne konstruktive Enderung der STE ABS ist vorgesehen. Bims zur Binfthrung der tiberarbei-
teten STE ABS 1st folgende Speicherkonfiguration bei Einsats der STE 0SS su empfehlen:

- BTE 058 48 KByte dyn. RAM (BS-Speicher)
~ STE OPS K 3526.00 oder .10 (64 KByte dyn. RAM - Anwenderspeicher) &

Das Betriebssystem soll maximal bis 46 K (be1 2 K BWS) bzw. 47 K (ber 1 K BWS) generiert
warden. Damit wird ein adressenmiBlger Parallelbetrieb von Betriebeaystem und Bildwia~
derholspeicher (BWS) verhindert. ‘ '

6. Wird_bei einer 0SS susgeriisteten Anlage der Systemlader V.2,0...X verwendet, arbeitet
die Anlage speichererweitert. Wird der Systemlader V.0.X (X = 1 ... 8) verwendet, bleibt
- die STE 053 inaktiv. Die Anlage arbeitet nicht speichererweitert. AAWA (Anfangsadresse
Anwenderbereioh) ist in diesex Falle OSOOH pPlus Linge des Betriebsayestems.

)

15.4. Blookschaltbild (Abb. 4)

15.5. Funktiorabegchreibung

15.5.1, Zenfrale Steusrung

- Beim EBinschalten der Anlage wird die Steuerung durch das Signal RESET in den Grundzustand
gesetst (08S 1ﬁakt1v). Mit Hilfe der zentralen Steuerung der STE 0SS 1st es mbglich, alle
Betrisbhsarten zu realisieren, die fiir die Arbeit mit der STE hotwendig sind. Die zentrale
Steuerung wird mit den Ausgabebefehlen BE; und EFy aktiviert (A23 durch 416).

ABY 0 Fz;lw ‘ .

n ‘
oo - . DB —Oy BT B07 12— wRss
I0R) —— A8 - os2—8pi2| e
AB2
AB3
ABS
ABS
AB?
RESET

Abb. 5
Zentrale Steuerung

Die Steuersignale haben folgende Bedeutung:
WRSS (A23/04) ~ Schreiben auf Seitensteusr— DES  (A23/10) - Daten von BS-Seite

speicher und Speicherschutz—- BY% (a23/15) - BS-Status .
RAM B BSE (A23/17) ~ BS-Seite einschalten

RESET Seitensteuering

WRBS (A23/06) - Schreiben auf BS-Seite RCPU (A23/19)
_ 2. GPU

BSA (A23/08) - BS-Seite abgeschalten

11
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Duroﬁ entsprechende Programmierung ktnnen folgende Betriebmarten eingestellt werden:

- RESET der STE 0SS
Steuerwort:OOH

= Betriebseystemspeicher (48 KByte) laden
Steuerwort: 3GH
Uber die zentrale Steuerung wird das Steuerwort 3CH decodiert d. h.
"BSA = 1; BSE =°1; HOFU = 1; WRBS = 1

Das Steuersignal "Schreiben BS-Speicher" (WRBS) wird aktiv geschaltet und am Nand 418/03
mit dem Schreibsignal WR verkniipft. Dieses Signal schaltet tiber den Bingang WE den Betriebas-—
systemspeicher frei, Gleiohteitig wird Uber A28/06-A28/08-417/03 WENDT = 0 und der Arbeits—
speicher (max. 64 KByte) 1st gesperrt. Durch das Signal BSE = 1 (Betriebasystem e;nschalten)
wird der Z#dhler A52 und A59 zurlckgesetzt, d., h. alle Einginge des Vielfachnands A60 sind
low und der Auegang ist high. Das bedeutet Preigabe des FP'e A47/10,

A54/08 ist als Multiplexer gesohaltet. Durch die Signale M1 und MREQ ist A54/08 - low, d. “h.
die BS-Seite 18t zugeschaltet, das Signal WENDI = low und der 64 KByte~Speicher ist ge-
sperrt, Dae Zeilenilbernahmesignal RAS fir die ‘Speicherchips wird direkt durch das Signal
WREQ gebildet (A57/07-A57/08).

AS1 verzigert die Rtickflanke des Zellentibernahmesignals.

Das Spalteniibernahmesignal CAS liegf ebenfalla verztgert durch das Nor A39/12 am Speicher-
chip an. Die Bildung wird zu Beginn des Speicherzyklus fretigegeben (A50/13). Das FF wird
durch HFSH auf den Eingang 150/12 geateuert, d. h. bei R _F“ﬂQZyklen ist das Signal low und
damit CAS inaktiv, da A50/08 high bletht. -

Das Schreibsignal fiir den Betriabssyatemapeicher VREBS wird durch WR und MREQ am Nand A18/03
gebildet. -

15.5.2. Seitensteuerung

Die Seitensteuerlogik besteht aus den Baugruppen:

- Interrupteihler

~ Seiltensteuerspeicher
Seitensteuerung fir die 1. CPU
Seitensteverung fir die 2. CPU

und ist nach dem "Paging-Verfahren" aufgebaut. Das Prinzip dieses Verfahrens ist,. dal Be~
fehle der BS-Seite Daten.;ﬁf-der AP-Seite lesen bzw. Daten auf die AP-Seite schreiben ybn-
nen. Das erfordert aber eine sti#ndige Umschaltung der Speicherseiten (Betriebssystemspei~
oher/Anwenderspeicher) wihrend der Befehlsabarbeitung. Realisiert wird diese Umschaltung mit
dem Steuersignal MEMDI.

Abb. 6 zeigt die Bildung dea Signals. Gesteuert wizd diese Logik mit dem aus. . dem Seitensteu-
erspelcher gelesenen Seiltensteusrbit. ’

“ozl& .
RO g1] T03 MEMDI
WRBS
MREQ

WRBS = Schreiben auf BS-Seite
Abb. 6 ' '
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15.5.2.1. Seitengteuerspeigher laden

étauerwort: 3A

Der Seitensteuarspeicher Abh, A45, A4G hat eine Kapazitut von 48 KBit. Er regelt den Daten-
gugriff, wenn ein ‘Programm der BS-Seite arbeitet. chem AdreSbyte der BS-Seite wird ein
Seitensteuerbit szugeordnet, das den Datenzugriff beim nkchstfolgenden laughlnensyklua

~ auf die BS-Seite: Seiltensteuerbit = 0 -

- auf die AP-Seite: Seitensteuerbit = 1 veranlaBt. ;

‘Durch die zentrale Steueruhs wird das Steuerwort 3 AH decodiert, d. h. WRSS = 1 (A23/04).
Das Nand A18/06 verknilpft dieses Steuernignal mit WR und schaltet den WE-Bingang des Sei-
tennteuerspeiohars aktiv. Uber die Dateneingangsleitung DI (2 Datenleitung DO) der Spei-
cherchips wird der Speicher beschrieben. . )
Fir Lesezyklen deas BS 1st der Seitenateuerapeicher unwirksam. DBS « 0 gperrt die Daten
(DOST) aus dem Seitensteusrspeicher am Und A4LO/04.

Brunda&tzlioh wird im Startprogramm der Seitennteuerspeioher mit *@#" gefiillt und danach
éntspreohend der in jedem Modul vorhandenen Seitenateuertabelle (S55T) mit ™" #iberschrie-
ben.

.

15.5.2,2., Seitensteuerung fiir die 1, CPU

Die Seitenansteuerung fir die 1. dnd 2. OPU ist getrennt ausgefihrt, weil nach jedem Zyklus
der 1. CPU die 2. libernehmen’ kann. Die Information der Seitensteuerung muB aber bis zur er-
neuten Ubernahme der 1. CPU’scspeicherf werden.

Die Erkennuns, welohe CPU aktiv ist, erfolgt durch Decodierung der Signale FTT BAT und
BAGZE. ' ‘

" Abb. 7 zeigt die daisy-chéin-xette unter den Bedingungen 0SS.

_BADTE
STE K 2526 .
-ZVE~ - - 0SS -
1cpy | ' 2.cPU l
TN . B 2 D BAl

Abb. 7

Ist die"1. CPU aktiv, iat TBAOZE = 1 und als Kette ist FAT der 2. CPU ebenfalls high.

Ist die 2. CPU aktiv, ist BAOZE « 0, BET = 0. Am Schaltkreis A54/06 werden die Signale
BIGZE und BAT verglichen. Sind belde high, 18t der Ausgang low und. sperrt den Takt filr da=m
FF A47/05. ; ) |

Ist BADZE = 0 (2. CPU arbeitet), wird der Takt fiir das FF A47/08 iber das Hehrfachnand
A37/08 geaperrt.’

Es wird jewells nur ein Teil der Seitenateueruns wirksam. !

Hit Beginn jedes H1—Zyk1uu wird die BS-Seite Uber den Interruptzihler A52/A59 zugeschaltet.
A60/08 = 0 und das FF A47/08 wird gesétzt. THe Einglinge 09 und 10 des Multiplexers A54/08

~
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sind high, d. h. der Auegang 08 lat low. Die BS-Seite wird oberhalb 16 K sugeschaltet,indem
gleichzeitig das Signal NENDI aktiv wird und den Anwenderspeicher sperrt. Auf welohe Seite
dei Speichers die folgenden Zyklen des Befehls gehen, ist vom Inhalt dee Seitenntevsrspeli-
chers abhiingig. Er wird mit der ansteigenden Flanke von iﬁﬁﬁ in das FF A47/08 eingesohrie-
ben. Dieses FF wurde durch den INT-ZEhler A60/08 frelgegeben.

Dis Information des Seitenateuerapeichera, die im Masohinenzyklus n in das FF eingeschrie~
ben wurde, gilt aschon filr den Naschinenzyklus n + 1. Wird ™" eingeschrieben’ (AP-Seite),
erfolgt ein Umachalten im n¥chaten Maschinenzyklus auf die AP-Seite (NEWDI « 1). _

Bie zum niigchsten NT-Zyklus bleibt diese Speicherseite zugeschaltet, weil der Takt fir das
FF duroh RuokfUhrung A47/08 auf das’ Nand A37/09 gesperrt wird, Es kinnen =. B. bei 16 Bit~
Ladebefehlen 8o 2 lasohinenzyklen auf" dia AP-Seite gehen. Die Umschaltung auf die BS-Seite
erfolgt erst mit Beginn eines neuen ﬁT;Zyklua.,

15-5.2.3. Séitgnatguerung fiir die 2. CPU

‘

"Da das Signal M7 bei der 2. CPU nioht auf den Bus sesohaltet ist, ergibt sich bei der Sei-
tensteuerung fiir die 2. OPU eine Besonderheit. Die Rilckschaltung auf die BS-Seits erfolgt
nach jedem Haschinenzyklus, der auf die AP-Seite geht. i

Vom FF A47/05 gibt em eine Rﬂokfuhrung euf das Nand A37/13. 16 Bit-Ladebefehle kUnnen somit
nicht abgearbeitet werden; bie auf Befehle, die im unteren 16 K-Bersich auf der AP~Seite
stehen (A48/04 = 0 —e= WENDI = 1).

Mit dem Steuersignal ﬁﬁfﬁ am Riicksetzeingang des FP A47/01 kann fest auf die AP-Seite ge—
‘sohaltet werden, | -

15.5.2.5. Interruptzihler

Der Interruptzihler besteht ﬁusfdgn-SchaltkreiBen A32, A58, AS2, A59 und A60.

Der Zihler wird durch die Steuersignale BSA und BSE (Betriebsaystemaeite zu- und abschal-
ten) auf elnen bestimmten ZEhlerstand gesetzt. Die Vorw&rtazahlimpulse fur diesen Zihler
sind vom Interruptquiitungszyklus abgeleitet (455/08) durch M1 und IORQ, also pro gestar-
tetem Interrupt ein Zihlimpuls. Beim Beendeén der Interruptroutine durch die Befehle RETI
und RETN erfolgt das Ruckwhrisgihlen des INT-ZHhlers. Jeder Befehl RETI oder RETN erzeugt
einen Hickwdrtszihlimpuls auf den Bingang A52/04. . :

Diese belden Befehle werden vom 1 aus 8-Decoder A32 deoodiert Die Codierung ED (1. Byte
des RETI~ und RETN—Befehla) setzt den Ausgang 11 auf low. Die nH#chste Schaltflanke MREQ
tiber das Nand A19/13 schaltet dieses Potent;al auf den Ausgang. Mit Decodierung des zwelten
.Bytes 4DHf(RETI) oder 45H (RETN), das entspricht A32/13 = 0, entsteht eine Schaltflanke fir
. den ZBhler A52/A59, Der Zihler zhhlt bei Erkennunz der beiden Mikrobefehle RETI und RETN um
1 zuriiek. Sind alao alle gestarteten INT-Routinen abgearheitet befindet er sich in der
Ausgaugaatellung. ,

Beim Erreichen des Zihlerstandes FFH (APwSeite zugeschaltet) wird ein welteres RUckwirtszih-
len durch Sperren des Taktes von A58/06 verhindert. A60/08 = 0 —e A19/02 «0, wobei auch
die Seitensteuerung inaktiv wird.

Durch das Steuerwort OOH (2 ﬁESET) wird lber die zentrale Baugruppensteuerung das Signal
E52 = 0 den Zdhler auf H-1" bzw. FFH stellen (AP-Seite zusalchaltet) durch dia Rlickfihrung
auf die Léscheinghnge A52/11 und A59/11.

Durch das Steueraignal BSE = 1 auf dia RUGkaetzeins&nse der Zahlersohaltkreise wird der

- ZBhlerstand "g" (& OOH) eingestellt. Das emtspricht’ der Einschaltung der BS-Seite.

Alle anderen ZKhlerstellungen ¥ ~1 bzw. O werden erreicht durch Vorwkrtszihlen des Zihlers
durch jede gestartete INT~Routine und annohlieﬂondem Ruckwartszahlen durch die Decodierung
der Befehle RETI und RETN.

w
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15.5.3. Speichersohutz'w E/A-Sohuts
15.5.3.1. Allgemeines

Die Schutzschaltung hat die Au}gaﬁ-n:

~ Schtitzen des unteren 16 KByte Spoioharbereiohes vor unerlaubten Schreibzyklen
(Speicherbereich 0000H bis 3FFFy )
- Abbruch unerlaubter E/AaOperationen durch Auslisen eines nioht maakierten Interrupts.

Um die Befehle suf ihren Ursprung (Anwender- oder Betriebssystemseite) testen zu k¥nnen,
werden sie in 2 Bere;ehe getellt. :

- Bereich 1 & BS-Bereich {geachitet) ’
- = Bereich 2 & AP-Bereich (ungeachiitzt)

Diese Bereiche werden durch den Inhalt eines 16 KBit-Speloherschutz—RAM A53 definiert, d.h.
<> = geschiltzter Bereich (BS) wund <1> = ungeschiitzter Bereich {Anwender). .

Bel einem Schreibzyklus, der vom Anwenderprogramm ausgelbst wird und einen gemchiitzten Be-
reich adressiert, wird der Speicher durch das Signal NENDI = 0 abgeschaltet.

1%.5.3.2. Beschreiben des Speichersghutz—RAN

Steuarwort: SAH

Durch das Steuerwort 3A wird itber die zentrale Steuerung das. Sisnal WRSS = 1 gebildet.-
Dieses Signal wird ilber A18/06 mit dem Signal WR verkniipft und schaltet dem WE—Eingang des
Speicherschutz RAM aktiv (low}.

fver die Datenleitung DO wird der HAM bel anliegender Adresses programmiert (A53/02). Das
Zeilensteueraignal TAS 18t nur bei Speioheradressen<16 K aktiv. Bei den Speioherhereiohen
> 16 K liegt der Auagang D0 diesen Chipa durch einen Ziehwiderstand fest auf high.

15.5.3.3. Sgeicherschutz

Die Freigabe des Speicherschutzes erfolgt durch WRSS = 0 und BSS = 1 durch das Steuerwort
(FF 450/01, A56/13 und Nand A37/03). '
»Bel jedem Mi-Zyklus wird die Zugehbrigkeit des Befehls zu Bereich 1 oder 2 geprilft, d. h.
das Signal M1 = 1 gibt Uiber das Nand A49/12 den Taki fur das FF AS0 frei. Am D-Eingang
dieses FF's liegt die Aussage: ' ‘

AP~ oder BS-Seite Uber A38/06
BSS = 1 und

Doﬁt'speichersehutz RAM "O" oder "i".

Kommt der Befehl aus dem AP-Bereich, ist

Dt =1
A3B/06 -’1 A37/06 —= low, 4. h.
BS5 = 1 _ :

A50/06 = 4 —a A49/06 = 0 —w= A4B/13 = 1 }
bei Schreibsyklen A4B/12 = 1 | A48/11- =1

Beim nachfolgenden Schreibzyklus auf einen geschiitzten Berelch des Speicherbereiches < 16 K
ist die Datenausgangsleitung dea Spcieherachufz RAM low uné damit wird Uber A17/11 das Sig-
nal ﬁfﬁﬁf = 0 und dieser Speicherbereith ist gesperrt. -
Uber das Und A40/03 wird die Information mit der Rtickflanke von Eﬁﬁﬁ in das PF A56 einge-
schrieben. Das nachfolgende FF AS6 wird ilber den Setzeingang gesetzt und THI wird aktiv.
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In der sich anschlieBenden NNI-Routine erfolgt die Auswertung.
Durch das Steuerwort 78H, d. h. B85 = 0 wird versucht, den NNI zuriickzusetzten. Ist dieses
Rlickaetzen durch das FF A56 mdglich, handelt es sich um einen Speicherschutzfehler.
Dlie elektronische Baugruppe Speiohersohutz ist unwirksam-bei:

RFSH-Zyklen, 4. h. RFSH = 0 (449/06 ~ A39/08 - A48/13 = ©

- A17/13 entspricht WENDI inaktiv
TMA~Betrieb, d. h. BAOZE = 0 (2. 0.} :
HT-Zyklen, in diesem Falle wird durch HT = 0 der Takt fir das FF A50/06 gesperrt
’ ~ ‘ (A49/12) .

Bei Lesezyklen 1ist durch das Signal RD = 0 Uber A48/08 - A48/11 und A17/11 WENDI immer in-
aktiv

15.5.3.4. E/A-Schut=

Ein M1-Zyklus auf der AP-Seite initialisiert den B/A-Sohutz (analog dem Schreibschutz).
Durch die Riickflanke von IURQ eines folgenden unerlsubten E/A-Zyklus aus der Anwenderebene
wird BMI aktiv. Der Sprung in die NMi-Routine erfolgt erst nach dem néichsten ﬁT-Zyklus,
weil WHT erst nach Abf:agé TNT im E/A-Zyklus aktiv wird. fn der WMI-Routine erfolgt die
Auswertung. Ein folgendender E/A-Befehl setzt WMI zurtick.

15.5.4. Speicheransteuerung und RFSH-Ansteuerung

Der Adrefibus der dynamischen RAM-speicher K 565 RU 34 arbeltet im Multiplexerbetrilebs Mit
“dem Ubernahmetakt fiir die Zeilenadresae RAS (row address strobe) wird die Zelilenadresss
ibernommen und gespeichert. Mit dem fol;enden Signal TAS (column address gtrobe) wird die
Speicheradresse iibernommen
ABO ..., AB6 = Zellenadresse
AB7 ... AB13 = Spaltenadresse.

Mit den Jewells 7 AdreBbits kinnen 128 Zeilen und 128 Spalten adressiert werden. Die An-
steuerbedingungen sind:

- Schreib-/Leseaufruf: NAEG . MEMDI . RFSH <%’2

=

- Auffrischaufruf: RFSH . MREQ

Zu Beginn des Spelcherzyklus wird das FF A50/08 durch MREQ = O (inaktiv) gesetzt. Dadurch
wird der AdreBbustreiber A2 fiir die Adresaen ABO ... AB6 aktiv geschaltet und sie liegen
an den Speichereinglngen an.

WREQ aktiv bildet direkt das Zellenitbernahmesignal TAS.

Gleichzeitiyg wird der’Auagang A50/08 = 0 durch RFSH inaktiv auf den Eingang A50/12, Dienme
Information wird mit der n#échstfolgenden Schaltflanke des Taktea eingeschrieben (siehe Takt-—
diagramm CPU - Bausteintibersicht). -

Das Spaltenlibernahmesignal CAS wird durch C3:2iiber die Schaltkreise. A39/12, A57/11 und
A57/06 verzbgert gebildet. Der Treiber A2 der Adrefbits ABO ... AB6 wird gesperrt (hochoh-
mig), der Treiber A1 fiir die SpaltenadreBbits AB7 ... AB13 aktiv geschaltet.

Mit der Ruckflanke von MREQ wird CAS sofort inaktiv (Verz&gerung durch C3:2 nicht wirksam)
und das UV A51 gekippt. Es sperrt die Bildung von RAS fir den RFSH-Zyklus fr 220 ns {Er-
holzeit des RAM=-3peichers) (457/09). MREQ = O setzt erneut das FF A50/08, die ZeilenadreB-
bitsABO ... AB6 werden am Treiber A2 freigegeben.

Zum Zeitpunkt WKEQ = ¢, KFSH = O wird die KFSH-Adresse am Speicherchip sicher tibernommen,
durch RAS = O (Taktzeit T3/T4).
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Die Blookauswahl CASO fiir den Speicherschutz RAN A53 (0. K ... 15. K), CASY ... CAS3 fir
‘den Bereich 16. K ... 63. K bewirken die Adrelibits AB1‘4 und AB15 tiber die Nora A12.
Die Priorititenketten BAI, BAC _

TEIT Tﬁ-‘f sind, wie auf allen Spoioherateokeinheiten. gehrﬂckt.

15.5.5, W-Bildung und Datentreiberumschaltung

Me Schaltung steuert die Datentreiber A24 und 433 und meldet durch Bildung des Signnlu
ROY = low die Bereitschaft. der STE fir 3 Anwendunsuf&llc'

1. Schreiben auf BS-Speicher DIWI' =1 HRD¥ =0
2. Laden der zentralen Steuerung DIEN = 1 HDY = 0
3. Lesen vom BS*Speicher TIER = 0 RDY = ©
. §
Abb. 9 zeigt die Schaltung. Das Signal WENDT auf dem Eingang A4/02 ist duroh das FF mit
WRE] una RFSH getriggert. Dadurch kann der BS-Speicher durch das Speichersperraignal WERDI
von der ZRB oder vom BUSSI abgeschaltet werden.

RD

el N
I'I”I'

BS-Seile T110
(AMIM) AR

~-{zb-

AYI08
{CS - zentrale Steuerung)

Abb. 9
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